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１．１  Ｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴの特徴  
薄膜ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ  Ｆｉｌｍ  Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ  以下ＴＦＴと略す）




イとともに ３ ）、その付加価値を高めるための開発が加速するものと思われる ４ ）。
ここまで巨大市場に成長した大きな理由のひとつは、  
 











































ガ ラス基板上に作成可能なＴＦＴの種類にはアモルファスＳｉ  ＴＦＴ（以下
ａ－Ｓｉ  ＴＦＴと略する）ならびにｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴの２種類があげ
られる。  
ａ －Ｓｉはこの１５年間で特性、信頼性ともほぼ完成されたものとなった ５ ）、








め 、 こ れを用いたＴＦＴの電界効果移動度（ｎ－ｃｈの場合）は０．５ｃｍ ２
／Ｖ・ｓｅｃ程度であり、そのためこれを使ったＬＣＤの動作電圧は２０Ｖと
高い。一方、一般的なＩＣに用いられる単結晶シリコンは、ＭＯＳ－Ｔｒの電
























































４に示すようにＴＡＢ（Ｔａｐｅ  Ａｕｔｏｍａｔｅｄ  Ｂｏｎｄｉｎｇ）あ














現 在、ガラス基板上で実用化されているｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴの回路は、Ｌ
ＣＤのドライバのみであるが、小規模なグラッフィクスインターフェース、高









①  ソ ー ス な らびにドレイン部分をイオンドーピングなどにより自己整合的に
形成するためＴＦＴを小型化できる  
②  同 様の理由で寄生容量を小さくすることができる  
 
な どの優れた特徴がある。  
ｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴは電界効果トランジスタ（Ｆｉｅｌｄ  Ｅｆｆｅｃｔ   
Ｔ ａｎｓｉｓｔｏｒ）の一種であるため、その電荷を輸送するキャリヤの種類
に応じて、ｎ－ｃｈ  ＴＦＴならびにｐ－ｃｈ  ＴＦＴの２種類がある。ｎ－
ｃｈ  ＴＦＴはキャリヤが電子であり、ｐ－ｃｈ  ＴＦＴは正孔である。一般
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図１－７ ｐｏｌｙ－Ｓｉ ＴＦＴのプロセスフロー 
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①  Ｖ ｇ－Ｉｄ特性において，逆バイアス状態でのドレイン電流がゲート電
圧の逆バイアスの大きさに従って増加する．  


















１．３  システムオンパネル  
Ｐ ｏｌｙ－Ｓｉ  Ｔ ＦＴの電界効果移動度が、１００ｃｍ ２ ／ Ｖ・ｓｅｃか


















メモリー部（ROM） メモリー部（RAM)  CPU
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１ ．４  ＣＡＤ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ  Ａｉｄｅｄ  Ｄｅｓｉｇｎ）な
らびにシミュレーション  
コンピュータシミュレーションは電子デバイスの開発と設計において、欠く

















ｇｒａｍｍｅ  ｆｏｒ  Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ  Ｃｉｒｃｕｉｔｅ）が汎用性
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第２章 ｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴのデバイスシミュレ
ーション 
 

















①  高 輝度であること  
②  高 階調性を有すること  
③  高 精細であること  
④  低 電圧で駆動すること  





①  よ り高いＯＮ電流  
②  よ り低いＯＦＦ電流  
③  よ り細かいプロセスルール  
 























図 ２－２にＴＦＴの構造を示す。  
ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と チ ャ ン ネ ル 領 域 と の 間 に は 不 純 物 濃 度 の 低 い Ｌ Ｄ Ｄ










図２－２ ｐｏｌｙ－Ｓｉ ＴＦＴの構造 
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２ ．２  状態密度（Ｄｅｎｓｉｔｙ  ｏｆ  Ｓｔａｔｅ：ＤＯＳ）の
推定  
  Ｐ ｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴをデバイスシミュレータによりシミュレーション
するためには、単結晶Ｓｉの場合と異なり、先に述べたようにｐｏｌｙ -Ｓｉ内
部の状態密度（以下ＤＯＳと略する）を明らかにする必要がある。状態密度を
正確に見積もるには、電界効果（ＦＥ：Ｆｉｅｌｄ  Ｅ ｆｆｅｃｔ）法 ４ ） や Ｍ






















Measurement of  
Density of State N(E) 
            Bump State 
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Determination of Simulation Model 
Determination of Doping profile 
   μ：Mobility Model 
         U ：Generation/Recombination Model 
         Tt：Tunneling Model 
Execution and  
Parameter Extraction  
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Sub threshold Slope 
Comparing with  
Experimental Results  
Profile Change of 
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Determination of  










ｎ ＋ ，ｐ ＋ 領域  １ ×１０ ２ ０ ～ １×１０ １ ９ ／ｃｍ ３ （ガウシアン分布）  

























①  ｐ ｏ ｌｙ －Ｓｉの状態密度としてチャンネル領域、ｎ － 領 域 、 ｎ ＋ 領 域
すべて均一な状態密度としてモデル化している。  
②  状 態 密 度 と し て バ ル ク の み を 仮 定 し Ｓ ｉ Ｏ ｘ ／ ｐ － Ｓ ｉ 界 面 等 の 界 面
準位の影響を考慮していない  
③  状 態密度の関数として、イクスポネンシャルなテール準位と、ガウシア
ン分布を持つ深い準位の２種類のみをその関数系とした  
 
の ３点である。  
①関してはこれまでのシミュレーションに関する文献 ６ ）、７ ）を 含め計算例はす
べてｐ－Ｓｉの領域は均一なＤＯＳを仮定して計算している。これは  
 





こ とが最も大きな理由であると思われる。  






































































































G TA G T D 
G G D G GA 
図２－７ ＤＯＳのモデリング 
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ｐ ｏｌｙ－Ｓｉ中には伝導帯（Ｅ Ｃ ）～フェルミレベル（Ｅ Ｆ ）間に存在するア
クセプターｌｉｋｅな（電子を捕獲する）欠陥と、フェルミレベル（ＥＦ）～








Ｇ   ・ ・・全状態密度  
Ｇ Ｔ Ａ ・・・アクセプターｌｉｋｅなテールタイプの状態密度  
Ｇ Ｔ Ｄ ・・・ドナーｌｉｋｅなテールタイプの状態密度  
Ｇ Ｇ Ａ ・・・アクセプタ－ｌｉｋｅなガウシアンタイプの状態密度  
Ｇ Ｇ Ｄ ・・・ドナーｌｉｋｅなガウシアンタイプの状態密度  
 
ｎ Ｔ Ａ ・・・アクセプターｌｉｋｅなテールタイプの状態密度（最大値）  
ｗ Ｔ Ａ ・・・アクセプターｌｉｋｅなテールタイプの分布幅  
ｎ Ｇ Ａ ・ ・ ・ ア クセ プタ－ｌ ｉｋｅな ガウシア ンタイプ の状態密 度（最大
値）  
  ｅ Ｇ Ａ ・ ・・アクセプタ－ｌｉｋｅなガウシアンタイプの中心位置  
  ｗ Ｇ Ａ ・ ・・アクセプタ－ｌｉｋｅなガウシアンタイプの分布幅  
 
  ｎ Ｔ Ｄ ・ ・・ドナーｌｉｋｅなテールタイプの状態密度（最大値）  
  ｗ Ｔ Ｄ ・ ・・ドナーｌｉｋｅなテールタイプの分布幅  
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  ｎ Ｇ Ｄ ・ ・・ドナーｌｉｋｅなガウシアンタイプの状態密度（最大値）  
  ｅ Ｇ Ｄ ・ ・・ドナーｌｉｋｅなガウシアンタイプの中心位置  
  ｗ Ｇ Ｄ ・ ・・ドナーｌｉｋｅなガウシアンタイプの分布幅  
 
従 って全状態密度Ｇは以下の式で示される。  
 





ｎ Ｔ ＝ｎ Ｔ Ａ ＋ ｎ Ｇ Ａ  
ｐ Ｔ ＝ｐ Ｔ Ｄ ＋ ｐ Ｇ Ｄ  
 
こ こでｎ Ｔ Ａ 、ｎ Ｇ Ａ 、ｐ Ｔ Ｄ お よびｐ Ｇ Ｄ は 、前述の状態密度Ｇ Ｔ Ａ 、Ｇ Ｇ Ａ 、Ｇ Ｔ
Ｄ お よびＧ Ｇ Ｄ に、電子ならびに正孔の占有確率ｆ Ｔ Ａ（ ｎ，ｐ）、ｆ Ｇ Ａ（ｎ，ｐ）



























































２．４  ＯＮ電流及びしきい値電圧（Ｖｔ）の計算  
図２－１０にＤＯＳが存在する場合のＴＦＴのＯＮ状態における動作、ならび



















ｈ  Ｔ ＦＴではＧ Ｔ Ａ 、 ｐ－ｃｈ  Ｔ ＦＴではＧ Ｔ Ｄ ） が 影響する。一方Ｖｔに
関して、定義よりゲート電圧によりチャンネル表面に電荷が誘起されこれによ
りエネルギーバンドが曲がり、そのエネルギー端（ｎ－ｃｈならば伝導帯Ｅ Ｃ 、
ｐ－ｃｈ  ＴＦＴならば価電子帯Ｅ Ｖ ）がフェルミレベル（Ｅ Ｆ ）を横切る電圧
がＶｔであるから、前述のバンド端の状態密度に加えてフェルミレベル近傍に
存在する深い状態密度（ｎ－ｃｈ  ＴＦＴではＧ Ｇ Ａ 、ｐ－ｃｈ  ＴＦＴではＧ





２．５  ＯＦＦ電流の発生メカニズム  













①  熱 的な励起（Ｓｈｏｃｋｌｅｙ―Ｒｅａｄ－Ｈａｌｌ電流：ＳＲＨモデ
ル） １ ０ ）  
②  電 子帯Ｅ Ｖ から伝導帯Ｅ Ｃ への直接トンネリング ３ ）  
③  価 電 子 帯 Ｅ Ｖ か ら 伝 導 帯 Ｅ Ｃ へ の 状 態 密 度 を 介 し た ト ン ネ リ ン グ 電 流 １
１ ）  







２．５．３  ＯＦＦ電流の測定  


























図２－１３ 暗、明状態でのｐ－Ｓｉ ＴＦＴのオフ電流（測定値） 
Vgs(V) 




























































































































































































































２．５．４  明状態におけるＯＦＦ電流発生のメカニズム  
光誘起電流に関してはオフセット構造を含めたＴＦＴ特性に関してのＫｏｂａ
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①  光 誘起電流はＬＤＤ部のシート抵抗が高いほど大きくなる。したがって
光照射時のオフ特性を確保するためには、必要以上にＬＤＤ部のシート抵抗
を高くしてはならない。  
②  Ｗ ｄはΔＬにより制限される。これは特にＴＦＴの微細化のためΔＬを
短く設計する場合に注意が必要である。なぜならばフォトリソグラフィプロ
セスでのマスクあわせのずれにより、ΔＬがＷｄより短くなった場合、論文
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Length of Depletion Region
図２－２２ 電界強度のシート抵抗依存性 
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２．６  まとめ  
デバイスシミュレーションは以下の内容で取り組みを進めた。  
①  状 態密度（ＤＯＳ）ならびに不純物濃度のモデル化  
②  Ｏ Ｎ電流、Ｖｔに対するＤＯＳの影響の推定  
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第３章 Ｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴにおけるＯＮ電流と
その問題点 
 
３．１  ＯＮ電流特性のシミュレーションと実測値の比較  
 前 章で述べたＯＮ電流ならびにＯＦＦ電流の発生メカニズムに基づいて １ ）、




































































































































































































 図 ３－３に、Ｎｃｈ  ＴＦＴ（Ｗ／Ｌ＝１０／１０）のＯＮ電流  （２０Ｖ）
のＬＤＤ長依存性（ΔＬ＝０～３μｍ）を示す。点が実測データであり、実線





 図 ３－４に、Ｎｃｈ  Ｔ ＦＴのＯＮ電流のシート抵抗依存性（Ｒｓ＝１×１






























































































３．４  ＯＮ電流確保のための設計基準明確化  
 本 章 では、ＯＮ電流  （ Ｖｇｓ＝２０Ｖ，Ｖｄｓ＝６Ｖ）のｎ － シ ート抵抗
依存性を詳細に検討することにより、ＯＮ電流確保のために、ＬＤＤ長とシー
ト抵抗の設計基準を明らかにする。なお本検討においては、目標とするＯＮ電
流（Ｖｇｓ＝２０Ｖ，Ｖｄｓ＝６Ｖ）を１×１０ － ４ Ａ と設定した。このＯＮ電
流を確保することによって、ＯＮ電流不足による画質劣化を抑えるとともに、
シフトレジスタ、アナログスイッチなどの駆動回路を内蔵することが可能とな
る ５ ）、 ６ ）。  








ワースト条件：ΔＬ＝２．０μｍ，Ｒｓ＝２００ｋΩ／□  →  ＯＮ電流Ｉｏ
ｎ（ｗｏｒｓｔ）＝１×１０ － ４ Ａ  
ベ スト条件   ： ΔＬ＝１．０μｍ，Ｒｓ＝  ５０ｋΩ／□  →  Ｏ Ｎ電流Ｉ
ｏｎ（ｂｅｓｔ）＝３×１０ － ４ Ａ  
と なる。  





は それぞれ、  
ワースト条件：ΔＬ＝２．０μｍ，Ｒｓ＝２００ｋΩ／□  →  ＯＮ電流Ｉｏ

































































ベ スト条件  ：ΔＬ＝１．０μｍ，Ｒｓ＝  ５０ｋΩ／□  →  ＯＮ電流Ｉｏ
ｎ（ｂｅｓｔ）＝２．５×１０ － ４ Ａ  
す なわち、プロセスばらつきにより、Ｎｃｈ  ＴＦＴのＯＮ電流は、０．４×
１０ － ４ ～ ２．５×１０ － ４ Ａ までばらついてしまい、ワースト値がＯＮ電流の
目標値１×１０ － ４ Ａ を 満 たしていない。逆に、ＯＮ電流の目標値１×１０ － ４




 以 上 の 検 討 結 果 をま と め ると 、 各 設計 ル ー ルデ バ イ スで 、 Ｏ Ｎ電 流 １ ０ － ４
Ａ をばらつきまで含めて確保するための設計基準を表３－１に示す。  
 
Ｗ／Ｌ  ΔＬ  ｎ －シート抵抗  
１０／１０  １．５±０．５μｍ  ２００ｋΩ以下  
６／６  １．５±０．５μｍ  １００ｋΩ以下  










生 した場合の原因の推定に大きく貢献するものである。  
図３－８ オン電流のシミュレーション精度の向上 
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３．５  ＯＮ電流のまとめ   
 デ バイスシミュレーションを行い、以下のことを明らかにした。  







各 設計ルールにおける単体ＴＦＴのＯＮ電流（１０ － ４ Ａ 以上）確保のためのＬ
ＤＤ長並びにｎ － シート抵抗の設計基準は、以下のとおりである。  
さ ら に 詳 細 な Ｌ 長 な ら び に Ｌ Ｄ Ｄ 長 の 設 定 に は Ｄ ｒ ａ ｉ ｎ  Ｉ ｎ ｄ ｕ ｃ ｅ ｄ  
Ｂａｒｒｉｅｒ  Ｌｏｗｅｒｉｎｇなどの効果を考慮する必要がある ７ ）。  
 
 
   
 
≦５０ｋΩ １．５±０．５μｍ ６μｍ/６μｍ 
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第４章 Ｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴにおけるＯＦＦ電流
とその問題点 
 
４．１  ＯＦＦ電流のパネル表示特性に及ぼす影響  
 前章までに議論したＯＮ電流は、明るさ、精細度などパネルの表示特性を決













光があたらない構造をとることができる。しかしながら遮光層を設ける ４ ） と  
①  プ ロセスが増加する  















































































のシート抵抗は約４０ｋΩ／□である。                        
シ ミ ュ レーションによるＴＦＴのｎ － 領 域のキャリヤ濃度は実測に対応させて




②  Ｖ ｄｓ－Ｉｄｓ依存性（ｎ － 領域の抵抗依存性）  
図４－５はｎ－ｃｈ  ＴＦＴにおけるドレイン電圧／ドレイン電流特性の実測




こ れ よりドレイン電圧／ドレイン電流依存性ならびにｎ － 領 域の抵抗依存性に
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４．４  暗、明状態でのＴＦＴ設計基準に関する考察  
ＯＦＦ電流を低減するために、各種ＯＦＦ電流の発生モデルを取り込んだ ６ ） ～




４ ．４．１  ＴＦＴサイズの設計パラメータの最適化  




スのｉ／ｎ － 接 合部での電界の大きさはほぼ等しく、トラップアシストによる
電流密度が一定であり、従ってＷが小さい方がＯＦＦ電流が下がるためである。 
②  Ｏ ＦＦ電流のΔＬ（ＬＤＤ領域長さ）依存性  
図４－８にＯＦＦ電流とΔＬとの関係をシミュレーションした結果を示す。  
それぞれのΔＬにおけるパラメータとしてｎ － 領域の抵抗値をとっている。  
シミュレーション結果より、ΔＬを０．５μｍ以上確保した場合のΔＬ依存性
はない。これはチャンネル／ドレイン接合部にかかる電界の幅（空乏層幅）は、
























































































上 述の結果より、Ｌならびに  ΔＬの増加による電界緩和効果は期待できない。
②の結果に示されるようにｎ － 領 域のシート抵抗を大きくすることにより、Ｏ
ＦＦ電流を低減することは出来るが”ＯＮ電流の減少”ならびに”プロセスの
安定性”から鑑みてｎ － の 抵抗値を高くすることは設計及びプロセスマージン









































































図４－１０ ｐｏｌｙ－Ｓｉ ＴＦＴの作成プロセス 






図４－１１ ｐｏｌｙ－Ｓｉ プロセス削減効果 
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４．６  ＯＦＦ電流のまとめ  
以上の実験ならびに考察より次の事実を明らかにした。  
 
① 暗 状 態 に お い て は Ｌ な ら び に  Δ Ｌ の 増 加 に よ る 電 界 緩 和 効 果 は 期 待 で
きない。期待できる別の設計としては、デュアルあるいはトリプル（画素
ではクアドラ）等のマルチゲート構造を採用することが現実的な解である。 
② 光 誘 起電流がＬＤＤ部のシート抵抗とΔＬに制限されることがわかった。
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５．２  応用の概要  
図５－１に我々の提案している、ビジュアルホンのシステム構成 ２ ）、３ ）を 示す。  
“低ポリ画素”、“２値デジタル表示”を基本技術としたシステム構成となって
いる。  
 消 費電力の観点から考えると、画素をａ－Ｓｉ  ＴＦＴよりｐｏｌｙ－Ｓｉ  
ＴＦＴに変更した効果が大きい。図５－２に画素を変更したことにより走査側
の駆動電圧がどの程度下がるかを示す。  











項目  a-Si 低電圧のﾎﾟｲﾝﾄ 低ポリ




































①  固 定パターンの発生  









デジタル駆動で階調を表示させる方法としては“面積階調” ４ ） と “時間階調”















４ビット  １０９５μｍ ２ ＝３３μｍ×３３μｍ  
５ビット  ５３０μｍ ２ ＝２３μｍ×２３μｍ  



























クセルに分割した構成となっている。   
面 積 階調方式のみで階調表示を行う場合は、２ ４ ＝ １６階調の表示が可能であ
る。従って目標とする２６万色を表示させる場合は、この面積階調方式とは独
立に、他に２ビットに相当する階調表示方式との組み合わせが必要となる。我々
はこの２ビットに相当する方式を誤差拡散法 ５ ） で 行った。   















(16 Gray scales) 
16 Gray shades  Range  of  256 Gray 
shades 
15            240 ≦xmn ≦255 
14            224 ≦xmn ≦239 
 
 8            128 ≦xmn  ≦148 
 
 1            16  ≦xmn  ≦ 31 








Original Gray Scale New Gray Scale
136-128= 8 is diffused to 
neighbor pixels  
図５－６ 誤差拡散方式のアルゴリズム 
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①  画 面に表示する結果画像の作成処理１  
②  画 面に表示する結果画像の作成処理２  
③  誤 差拡散処理  
以下この処理の概要を説明する。  
 






























Output Image of 






R G B 












パターン保存  画像の表示  




ｘ １５の同一ビットパターンを生成する。  
 






①  画 像を右上から、右下へ１ピクセル毎に走査する。  
②  ピ クセル毎に、ＲＧＢの下位４ビットの値を誤差値とする。  
③  こ の誤差値を、右、下、右斜め下のピクセルに対し、３．３．２の割合で
加算する。  
加算に際しては、次のルールに従う。  
①  オ ーバーフロー分は、切り捨てる。  
②  最 下行のときは、右のみに加算する。  





①   基 本パターン    
画 素を単純に上から１．２．４，８の重みをつけた面積に分割したパターン  
②  “ コ”の字電極パターン  
電極の重心を一致させたパターン  
③Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ  Ｐａｔｔｅｒｎ  
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Ｂａｓｉｃ  Ｐａｔｔｅｒｎ  単純に画素を一方向から１．２．４，８の重み
付けをつけて分割したパターン。画素のレイアウトは極めて容易であるが、サ
ブピクセルの重心が一致していない。  
Ｕ－ｓｈａｐｅｄ  Ｐａｔｔｅｒｎ  画素の設計はＢａｓｉｃ  Ｐａｔｔｅｒ
ｎに比較して少し難しくなる。サブピクセルの重心がほぼ一致している。  












































ｅｔｒｉｃ  Ｐ ａ ｔｔｅｒｎにはこのような固定パターンの発生は見られない。








ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ と Ｓ ｙ ｍ ｍ ｅ ｔ ｒ ｉ ｃ  Ｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ の 場 合 の ２ 値 化 画 像 を 示
す。この場合、表示サイズを実際の携帯電話用パネルのサイズ（１．９型）に合
わせて印刷を行った。  
Ｕ－ｓｈａｐｅｄ  Ｐａｔｔｅｒｎ、Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ  Ｐａｔｔｅｒｎとも
誤差拡散処理により元画像に近い画質が得られることがわかった。誤差拡散処理
は画質向上に対して極めて効果が高いといえる。さらに前述の結果ではＳｙｍｍ
ｅ ｔ ｒ ｉ ｃ  Ｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ は Ｕ － ｓ ｈ ａ ｐ ｅ ｄ  Ｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ に 対 し て 高
画質であると述べたが、表示サイズを１．９型にした場合では、その差はきわめ
て小さくなる。特に自然画ではほとんど判断不可能である。  










図５－１４ Ｕ－ｓｈａｐｅｄ パターンでの画素レイアウト 
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５．６  まとめ  
以上の結果をまとめる  
 
①  Ｕ － ｓ ｈ ａ ｐ ｅ ｄ  Ｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ が 今 回 検 討 を 行 っ た ３ 種 類 の サ ブ ピ
クセル構成のなかで、もっとも適した構成である。  




今 後 、 階 調性のみならず、画質課題として重要な画面の焼きつき ６ ） 、 ク ロスト
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①  状 態密度（ＤＯＳ）ならびに不純物濃度のモデル化  
②  Ｏ Ｎ電流に対するＤＯＳの影響の推定  
③  暗 、明状態でのＯＦＦ電流に発生メカニズムの推定  
が中心となることを説明した。  
 
第 ３章ではＴＦＴのＯＮ電流に対する考察として  
①  ｐ ｏ ｌｙ －Ｓｉ中の特性を第２章で述べた方法で設定することにより、
プ ロ セ ス に よ る 単 体 Ｔ Ｆ Ｔ の Ｉ － Ｖ 特 性 を 精 度 良 く シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
できることを確認した。  
②  ｐ ｏｌｙ－Ｓｉのシート抵抗は、単結晶Ｓｉの場合と比べて、はるかに
キャリヤ濃度依存性が大きく、また欠陥状態密度によっても大きく変化
することを明らかにした。  
③  各 設計ルールにおける単体ＴＦＴのＯＮ電流（１×１０ － ４ Ａ）確保のた
めのＬＤＤ長並びにｎ － シート抵抗の設計基準は、  
   Ｗ ／Ｌ         Δ Ｌ         ｎ ーシート抵抗  
  １ ０／１０     １ ．５±０．５μｍ     ５ ０～２００ｋΩ  







第 ４章ではＴＦＴのＯＦＦ電流に対する考察として  












第 ５章ではｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴを用いたアプリケーション開発についての
べ  
①  Ｕ － ｓ ｈ ａｐ ｅｄ  Ｐ ａ ｔ ｔｅ ｒｎ が今 回検 討を 行っ た３ 種類 のサ ブピ クセ
ル構成のなかで、もっとも適した構成である。  
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